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【はじめに】 

ダイヤモンドはバンドギャップ 5.47 eV のワイドギャップ半導体であり、次世代パワー半導体

材料として期待されている。我々はこれまでシンクロトロン X 線トポグラフィーで低欠陥密度の

HPHT(100)単結晶の観察を行い、転位や積層欠陥の種類の同定を行った[1]。Sumiya らによって高

品質 HPHT(111)IIaダイヤモンドの成長と観察が行われているが[2]、今回我々は(111)面単結晶のシ

ンクロトロン X線トポグラフィー観察を行い、積層欠陥の特性を明らかにしたので報告する。 

【実験方法】 

試料は(111)面の HPHTタイプ IIa型のダイヤモンド単結晶であり、不純物濃度は 0.1 ppm未

満、寸法が 9.8×8.3×0.7 mm3のものである。X線トポグラフィー観察は九州シンクロトロン光

研究センター(SAGA-LS)のビームライン BL09Aで単色化したシンクロトロン光を用い行った。 

【実験結果】 

Fig.1に(111)面 HPHTダイヤモンド単結晶試料のg = 111̅, 1̅11, 11̅1の回折条件で撮影した X線

トポグラフィー像を示す。A,B,Cの 3方向の積層欠陥が観察され、積層欠陥 A はg = 111̅で消

滅、積層欠陥 B はg = 1̅11で消滅、積層欠陥 Cはg = 11̅1で消滅している。これは f‧g=0、n(整数)

の時、像の消滅が起こるためであり、これらの結果より、積層欠陥は{111}面上のショックレー

型であることが分かった。 

【まとめ】 

高品質(111)HPHTダイヤモンド単結晶のシンクロトロン X 線トポグラフィー観察を行い、各回

折のコントラストの消滅則から積層欠陥は{111}面にあり、ショックレー型であることが分かっ

た。 
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Fig.1 X-ray topography images of (111) HPHT diamond single crystal 
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